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諸言 フタロシアニン誘導体 1,4,8,11,15,18,22,25-octahexylphthalocyanine(C6PcH2)は一軸性の高いキ

ャリア移動度を示すことが報告されており、電子デバイス材料として期待されている。C6PcH2は

溶液プロセスであるバーコート法を用いて、一様な配向薄膜が作製可能であることが報告されて

いる[1]。本研究では、C6PcH2の一軸配向膜を用いて電界効果トランジスタ素子(FET)を作製し、キ

ャリア移動度の評価を行った。 

実験 膜厚 300 nm の酸化膜付きシリコン基板上に表

面修飾剤としてポリイミド薄膜をスピンコート法に

より作製した。バーコート法により膜厚約 170 nmの

C6PcH2薄膜を作製し、正孔注入層 MoO3および金電

極を蒸着することで FET を作製した。FET のチャネ

ル長およびチャネル幅はそれぞれ 100 m および 2 

mmとした。 

結果 作製した C6PcH2薄膜の偏光顕微鏡像を図 2 に

示す。試料の回転により明状態と暗状態が現れること

から、等方的なポリイミド薄膜上においても C6PcH2

が一様配向することが分かった。 

作製した FET の伝達特性を図 3 に示す。配向薄膜

中の正孔移動度は、結晶の成長方向に平行な場合と垂

直な場合で、それぞれ 1.2×10-2 cm2/Vsと 4.2×10-3 cm2/Vs と算

出された。C6PcH2の分子スタック方向が結晶成長方向と平行

である[1]ことから、分子スタック方向に高い正孔移動度を示

すことが分かった。密度汎関数理論を用いて算出した電気的

異方性のシミュレーション結果との比較を行なった。詳細は

当日発表する。 
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Figure 1 Device structure and molecular 

structure of C6PcH2. 

 
Figure 2 Polarized optical microscopic 

images of the bar-coated C6PcH2 thin film. 

 

Figure 3 Transfer characteristics of 

typical transistors with the C6PcH2 

aligned thin film. 
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